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ABSTRACTED- PUB-NO: DE 2741954A 
BASIC-ABSTRACT: 

A solar cell is produced by coating an Al carrier 
plate in an anodizing process 

with a porous transparent aluminium oxide layer. 
Its through pores are then 

filled out by vapour deposition of a sequence of 
layers of a p-type 

semiconductor and a metal layer in a vacuum while 
irradiating the plate by an 

electron beam. A final transparent contacting 
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layer forms the counter contact 
to the Al plate. 

The electron beam charges the anodized layer to 

prevent undesirable deposition. 

The new solar cell has a much better conversion 

efficiency because use is made 

of the pores throughout their depth. 
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Paten t anspruch 

Verfahren zur Herstellung von Colarzellen, daduroh 
gekennzeichnet , dass auf der Oberseite eines Trager- 
plattchens aus Aluminium eine durchgehend por5se licht- 
durchlassige Aluminiumoxydschicht durch Eloxieren herge- 
stellt wird, danach deren durch C ehende Poren unter gleich- 
zeitiger Bestrahlung des Plattchens mit Elektronen, 
beispielsweise aus einer GlUhkathode , nacheinander von unten 
nach oben mit periodisch abwechselnd jeweils einer Schicht 
aus Halbleitermaterial vom P-Typ, einer Schicht aus Ilalb- 
leitermaterial vom N-Typ und einer Metallschicht durch Auf- 
dampfen im Vakuum ausgefQllt werden, und dass schliesslich 
als Gegenkontakt zu dem aus Aluminium bestehenden Trager- 
korper eine lichtdurchlassige Kontaktierungsschicht auf die 
Oberseite der Aluminiumoxydschicht aufgebracht wird. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung 
von Solarzellen. Die Funktion der bekannten Solarzellen be- 
ruht darauf, dass das auf die OberflSche einfallende Licht, 
das die lichtdurchlSssige Deckschicht durchdringt, von oben 
her auf die Gleichrichterschichten einwirkt. Infol^edessen 
ist der erreichbare Wirkungsgrad relativ klein, weil hSchstens 
zwei Paare von PN-Schichten, die je einen Gleichrichter bilden, 
nacheinander von dem Licht durchdrungen und damit fiir die 
Spannungsabgabe nutzbar gemacht werden konnen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Solarzelle neuer 
Art zu schaffen, die einen betrSchtlich hSheren Wirkungsgrad 
aufweist . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemSss mit Hilfe des in dem Pa- 
tentanspruch gekennzeichneten Verfahrens geltJst. 

Die Erfindung beruht auf der Ausnutzung des Umstandes, dass 
durch Eloxieren erzeugte Aluminiumoxydschichten durchgehende 
Poren aufweisen, die einen Durchmesser von 0,01 bis 0,05^u 
haben und ungeffthr 15 % der eloxierten OberflSche bzw. des 
Volumens der eloxierten Schicht einnehmen. Es wurde gefunden, 
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dass es daher mOglich ist, durch auf das Piatt chen ein- 
fallendes Licht die durchgehenden Poren der lichtdurch- 
lassigen Eloxierschicht auf ihrer ganzen Tiefe und infolge 
der unvermeidlichen Lichtstreuung auch auf ihrem ganzen 
Umfang zu bestrahlen, also eine Vielzahl von PN-tlbergfingen 
in Serienschaltung Ubereinander innerhalb der Poren wirk- 
sam anzuordnen und dadurch eine bedeutend hbhere Spannunga- 
abgabe bzw. einen entsprechend hBheren Wirkungsgrad der 
Solarzelle zu erhalten. 

Um eine selektive Einbringung der Schichtung in die Poren 
der eloxierten Schicht zu gewahrleisten, derart > dass die 
erste Schicht sich auf dem reinen Aluminium am Grund der 
Poren, die zweite Schicht auf der leitenden ersten Schicht 
usw, niederschlSgt , erfolgt w&hrend des Aufdampfvorganges 
eine Bestrahlung des Pl&ttchens mit Elektronen, durch die 
alle OberflMchen der Eloxierschicht ausserhalb und auch in- 
nerhalb der Poren elektrisch aufgeladen werden, so dass 
auf diesen Oberflfichenteilen kein ungewollter Niederschlag 
von Beschichtungsmaterialien erfolgen kann. 
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